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CUESTION 1

Describa, dibuje y compare las zonas de funcionamiento seguro (SOA) de un transistor bipolar y un transistor
MOSFET. Acote los valores tipicos de tension e intensidad maximas.

CUESTION 2

En € circuito de lafigura, T1 se encuentra conduciendo durante un 71,
tiempo suficientemente grande como para considerar que se ha > T
alcanzado e régimen permanente. En d instante t, se dispara €
tiristor T2. Dibujar, acotando los valores més significativos, la Vs=100v—=— T2 D
evolucion de latension y laintensidad en T1, T2, D y C a partir del Rl:lo“T L=1H
instante to.

¢Como afecta R1 en la determinacion del instante de apagado de T2?
¢Como se modificarian las formas de onda s reducimos el valor de L?

Dato: Intensidad de mantenimiento de T2:1,=50mA.

C=50TF

R=10A

CUESTION 3
El circuito de lafigura es un convertidor reductor-elevador (buck-boost) que se utiliza para cargar, desde una fuente
de tensidn continua U, una bateria de condensadores (C=10mF).
Se redliza un control por histéresis del interruptor S, de modo que se enciende cuando laintensidad por la bobina (i)
esmenor que un cierto valor (inin=10A) y se apagacuando i, es mayor que otro valor (iya=20A).
Se pretende cargar € condensador de salida desde 20V a 100V. Se pide:

a) Representacion gréficade laintensidad en labobinaal principioy a fina del proceso de carga.

b) Calcular, enfuncion de Us

* Frecuencia de conmutacion D
» Ciclodetrabagjo < —i<
» Vaor medio de intensidad entregada a condensador durante
€l proceso de carga Ue=50V —==— L=10uH CF | ug
e Vaor medio deintensidad en € interruptor S -|-

¢) Cdélculo de tiempo de carga

d) Energiaamacenadaen e condensador durante €l proceso de carga

€) Asumiendo que € interruptor S es un MOSFET cuya Rps,,=20m¢2, calcule la potencia disipada en funcién de
Us

f) Sabiendo gue la temperatura ambiente maxima es 50°C, que la temperatura de unién maxima del dispositivo es
150°C, y las impedancias térmicas unién-disipador 4s=3°C/W y unién ambiente §a=40°C/W, calcule la
impedanciatérmicadel disipador y latemperatura méximaen launién.

0) Justifique s se podria utilizar un transistor bipolar en este circuito s el nuevo valor de L fuera 100¢H. &Y un
IGBT?

Nota: Considérese constante latension en € condensador durante cada ciclo de conmutacion.
Considérense ideales los semiconductores excepto parad calculo de pérdidas

CUESTION 4

El regulador de aterna de la figura dimenta una bombilla cuyo

equivaente es una resistencia (R=1kQ) en serie con una inductancia S L=1mH
(L=1mH). Se pide: 220Ver =

a) Cacular € dngulo de retardo o en el disparo del interruptor Spara 02

gue la potencia entregada sea de 30W.
b) Dibuje lasformas de onda de tension eintensidad en lacarga.

R=1kQ
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¢) ¢Quédispositivo utilizaria como interruptor?



